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(57) Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для лазерной микрообработки
неметаллических материалов электроники, преимущественно хрупких, в частности таких как кремний,
"сапфир" и т.п., при разделении пластин из этих материалов на кристаллы. Решение поставленной задачи
повышения качества обрабатываемого паза достигается тем, что в установку для лазерной микрообработки
материалов микроэлектроники введены блок контроля (13) расстояния между кареткой (7) и поверхностью
(14) обрабатываемой полупроводниковой пластины (12) и блок контроля (15) параметров колебаний
исполнительного органа в направлении его рабочей подачи, а также два программно-управляемых механизма,
включая первый механизм (16) адаптивной автоматизированной компенсации изменения расстояния между
поверхностью (14) обрабатываемой полупроводниковой пластины (12) и кареткой (7), а второй механизм
(17) адаптивного управления параметрами механических колебаний исполнительного органа в направлении
его рабочей подачи, причем в плате (9) дополнительно установлены второй (18) аналого-цифровой
преобразователь, и два цифро-аналоговых преобразователя (19) и (20), и при лазерной микрообработке
материалов электроники для обеспечения стабильной величины мощности лазера (1) на каждом участке
контура реза поддерживают не только с учетом расчетных точек его контура, скорости рабочей подачи,
а также определением в процессе обработки отклонения от заданного расстояния между обрабатываемой
поверхностью (14) и кареткой (7) и компенсации этого отклонения первым программно-управляемым
механизмом (16), и контролем отклонения скорости рабочей подачи лазера, обусловленного колебаниями
исполнительного органа в направлении движения и компенсации этого отклонения вторым программно-
управляемым механизмом (17). Анализ качества обработки полупроводниковой пластины (12) показал, что
разноразмерность по глубине и ширине реза уменьшилась на ~40-50%, а величина прилегающей к резу
огибающей дефектной зоны - в 2-2,3 раза.
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